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(S4) Title: NfETHOD FOR THE PRODUCTION OF A PLOltALITY OF OPTO ELECTRONIC SEMICONDUCTOR CHrP$ 
AND OPTO -ELECTRONIC SEMlCONDUiTrOR CHIP 

(54) Bczcichnung: VERFAHl^EN ZUR TORS l ELLUNG ETNER VIELZaHL VON OPTOELEKTRONlSCHEN H ALBLETTER- i/ 
CHIPS UND OPTOBLEKTRONISCHER HALBLHTERCKn^ 

(57) Abstract: The invention relates to a method 
for ihc production of a plurality of opto -electronic 
semiconductor chips respectively comprising 
a plurality of structural elements respcttively 
consislinj^ of at least ont semiconductor layer. 
According lo the inventive method, a chip composite 
base is produced, said base comprising a substrate 
and an epitaxial surface, A non-closed mask 
materia] layer is grown on the epitaxial surface. 
The mask material layer consists of a plurality of 
statistically distributed windows having various 
forms and/or opening surfaces. A masking material 
is selected in such r way that a semiconductor 
material of the semiconductor layer, which is grown 
in a later step of che in^'cntive method, cannot 
grow on said material or grows in a substantially 
worse manner in comparison with the epitaxial 
surface. SubsequentlVt semiconductor layers arc 
deposited on the epitaxial surface in an essentially 
simultaneous manner on ar^as located inside the 
windows. In another step of the inventive method, 
the chip composite base with deposited matfirial 
is separated to form semiconductor chips. The 
invention also relates to an optoelectronic semiconductor element produced according to said method. 

(57) Zusaminenra9.<ung: Die ErOndung betrifft ein Verfahren zur Hersiellung cincr Vielzahl von optoelektronischen Halblciter- 
chips, die jewcjls eine Vielzahl von Strakiunzlementen mit jcwcils mindestcns einer Halbkiierschichi aufweisen. Bel dcm Vertahren 
wird einc Chipverbund'Basis bereitgestellt, die ein Subslrat sowie eine Aufwachsoberfiache aufwcist. Auf die AufwachsoberflSche 
wird eine nicht geschlosscne Maskenmaterialschichl derart aufgewachsen, dass die Maskenmaterialschicht eine Vielzahl staiisiisch 
verieilier Fenster mit variierendcn Formen und/odcr Offnungsflachun aufweisi. wobei ein Maskenmaterial dcrart gewahll iiil, dass 
sich ein in einem spateren Verfahrcnsschritt autV.uwachsendes Halblcitermaterial der Halblei terse hicht auf diesem im Wcsentlichen 
nichi Oder im Vergleich ^u^ Aufwachsobcrflache wescntlich schlechtcr aufwachsen lassi. 
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Nachfolgend wcrdcn Halbleiierschichten im WcscnUichen gle^ch^eiljo aof inncrhalb dcr Ftnster Hegende Bereichc dcr Aufwach- 
soberflache abgeschieden. Ein wciicrcr Verfahrensschritt ist das Vercinsein der Chipverbund-Basjs mil aufnebrachtem MAteiia] ^.u 
Halbleiterchips. Die Eriindung betrifft zudem ein nach dem Verfahren hergestclltc^ opioelelctronisches Ha1bl<:itcrbaue1ement. 



